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В работе обсуждаются результаты исследования элементного состава образ-
цов пленок Cu(In,Ga)Se2, которые осаждались на стальную подложку. Для ис-
следования элементного состава образцов использовалось моделирование по 
программе RUMP экспериментальных спектров резерфордовского обратного 
рассеяния (РОР) ионов гелия. Энергия ионов He+ была 2,5 МэВ, угол влета был 
0°, а угол рассеяния составил 165°. На рис. 1 представлен экспериментальный и 
моделированный спектры РОР. 
Было установлено, что сформировавшаяся пленка имеет толщину порядка 
~ 3 мкм. Распределение компонентов пленки по глубине представлено на рис. 2. 
 
 
Рис. 1. Спектры РОР образца 
Cu(In,Ga)Se2, осажденного на сталь-
ную подложку 
 
Рис. 2. Профили компонентов по глу-
бине в образце Cu(In,Ga)Se2 
 
По результатам анализа элементного состава пленку условно можно разде-
лить на 3 области – приповерхностный слой (~ 0,7 мкм – концентрация элемен-
тов сильно изменяется), вторая область представлена равномерным распределе-
нием Ga, Se, Cu и In (толщина ~ 1 мкм) и слой, прилегающий к поверхности 
подложки, с сильным градиентом концентрации In (толщина ~ 1,2 мкм). 
 
